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ABSTRACT : 

CHG DATE=19990617 STATUS=0> A mi rroTnfinhani nal sensor and a method 
for its production are proposed, which sensor consists of a 
g-i 1 -i c.nn substrate (1) having a allj con epitaxial layer (5) applied 
onto the aj 1 icon substrate. Using an eJicJiing process, a part of 
the epitaxial layer (5) is uncovered as at least one 
mi rrnmfirhaniral deflection (displacement) part (12 to 15) . 
According to the invention, the uncovered deflection part (12 to 
15) consists of polycrystalline siJJ con which has grown in 
polycrystalline fashion during the epitaxy process above a s i 1 i con 
ovidfi layer (2) removed by etching. In the support region, or at 
the connection with the si 1 i con substrate (regions 6, 7) there is 
transition of the uncovered deflection part into monocrystalline 
si 1 -i ron . A large working capacity of the sensor is possible as a 
result of high layer thicknesses. The sensor structure is 
distinguished by advantages in regard to mechanical stability, 
ease of processing and conf igurational possibilities and can, in 
particular, be integrated in a bipolar process or hybrid process 



. particular, be integrated in a bipolar process or hybrid process 
(bipolar CMOS, bipolar CMOS/DMOS) . B 
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<g) Mikromechanischer Sensor und Verfahren zu dessen Herstellung 



(§) Es wird ein mikromechanischer Sensor und ein Verfahren 
zu seiner Herstellung vorgeschlsgen, der aus einem Trager 
aus Siliziumsubstrat (1) mit einer auf das Siliziumsubstrat 
aufgebrachten Epitaxieschicht (5) aus Sillzium besteht. 
Durch einen AtzprozeS ist ein Teil der Epitaxieschicht (5) als 
wenigstens ein rnikromechanisches Auslenktetl (12 bis 15) 
freigelegt. ErfindungsgemaB besteht das freigelegte Aus- 
lenkteil (12 bis 15) aus porykristallinem Silizium, das uber 
einer durch Atzung entfernten Siliziumoxidschicht (2) wah- 
rend des Epitaxieprozesses polykristallin aufgewachsen ist. 
Im Abstutzbereich bzw. an der Verbindung zum Siliziumsub- 
strat (Bereiche 6, 7) geht das freigelegte Auslenkteil in 
einkristailines Silizium uber. Durch groBe Schichtdicken ist 
eine groBe Arbeitskapazitat des Sensors moglich. Die 
Sensorstruktur zeichnet sich durch Vorteile hinsichtlich der 
mechanischen Stabilitat, ProzeBfahigkeit und der Gestal- 
■■ tungsmoglichketten aus und ist insbesondere in einen 

tBipolarprozeB Oder MischprozeB (Bipolar-CMOS, Bipolar- 
CMOS-DMOS) integrierbar. 
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Stand dcr Technik 

Die Erfindung geht aus von einem mikromechani- 
schen Sensor nach der Gattung des Hauptanspruchs. 

Aus der deutschen Patentanmeldung P 40 00 9033-09 
ist ein mikromechanischer Sensor als Beschleunigungs- 
sensor bekannt, der auf der Basis der Silizium-Mikrome- 
chanik hergestelit ist Der Sensor besteht aus einem 
TrSger aus Siliziumsubstrat mit einer auf das Silizium- 
substrat aufgebrachten Epitaxieschicht aus Silizium, 
wobei durch einen AtzprozeB ein Teil der Epitaxie- 
schicht als mikromechanische Auslenkteile in der Form 
von Zungen freigelegt ist Eine oder mehrere Zungen 
sind dazu an einem oder mehreren Stegen aufgeh&ngt 
und werden bei einer Kraftwirkung auf den Sensor ge- 
genOber der iibrigen Sensorstruktur ausgelenkt Zudem 
sind Mittel zur Auswertung der Auslenkung vorgese- 
hen. Aus der deutschen Patentanmeldung 
P 40 03 473.9-09 ist es zudem bekannt, bei der Gestal- 
tur.g und Anordnung sowie fiir den AtzprozeB kristallo- 
graphische Winkel eines monokristallinen Siliziumwa- 
fers zu berOcksichtigen 

Als Mittel zur Auswertung der Auslenkung der Zun- 
gen sind elektrisch isoliert davon jeweils Bektroden an- 
geordnet, so daB eine kapazitive Anderung zwischen 
Zunge und Elektrode meBbar ist. 

Die Freilegung der Zungen als Bestandteile der Epita- 
xieschicht erfolgt mit Hilfe einer Ruckseiten&tzung. 
Dies stellt gegenuber einem ublichen BipolarprozeB ei- 
nen zusStzlichen ProzeBschritt dar. 

Aus der internationalen Patentanmeldung 
WO 92/03740 ist es bekannt, auf einem Trager aus Sili- 
ziumsubstrat in einem LPCVD-ProzeB (Low Pressure 
Chemical Vapor Disposed) eine Schicht aus polykristal- 
linem Silizium auf eine Siliziumoxidschicht mit Kontakt- 
fenstern aufzubringen. Die Siliziumoxidschicht wird 
durch einen AtzprozeB entfernt, wodurch die polykri- 
stalline Siliziumschicht in einem Abstand zum Silizium- 
substrat als Zunge oder als Elektrode auf den in den 
Kontaktfenstern gebildeten Stutzen steht Die Abschei- 
derate von mechanisch spannungsarmen LPCVD-Poly 
liegt bei ca. 60 A/min und ist damit im Vergleich zur 
Abscheiderate epitaktischen Poly-Siliziums von ca. 
t u7min sehr gering. Dadurch sind aus GrQnden der Pro- 
zeBokonomie nur reiativ dttnne LPCVD-Schichten her- 
stellbar, wodurch die ArbeitskapazitSt, insbesondere ei- 
nes lateralen Beschleunigungssensors, durch die ent- 
sprechend geringen Schichtdichten der Zungen be- 
grenzt ist Zudem sind hier zusatzliche Siliziumabschei- 
dungen, verglichen mit einem konventionellen Bipolar- 
prozeB, erforderlich. 

Vorteile der Erfindung 

Der erf indungsgemaBe Sensor mit den kennzeichnen- 
den Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenQber 
den Vorteil, daB die Herstellung des freigelegten Aus- 
lenkteils aus polykristallinem Silizium bzw. die mecha- 
nisch aktive Schicht ohne zusatzlichen Aufwand im 
Rahmen eines Bipolar- oder MOS-Prozesses erzeugbar 
ist, ohne daB zusatzliche Siliziumabscheidungen erfor- 
derlich sind. Die Epitaxie ist ein bekannter, spezieller 
ProzeB zur Herstellung einkristalliner Schichten aus Si- 
lizium, wahrend erfindungsgemaB polykristallin (uber 
Siiiziumoxid) oder anderen nicht kristallinen Schichten 



abgeschiedene Epitaxieschichten verwendet werden, 
die im Zuge eines konventionellen Bipolarprozesses 
aufgebracht werden. 
Die Epitaxieabscheiderate ist gegentiber einem 
5 LPCVD-ProzeB sehr hoch, so daB erf indungsgem&B re- 
iativ dicke Schichten von 10 bis 30 u,m realisiert werden 
k6nnen, was die Arbeitskapazitat des lateralen Sensors 
vergroBert 

Durch die in den Unteransprflchen aufgefiihrten 
10 MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen des im 
Hauptanspruch angegebenen Sensors mdglich. Ein be- 
sonderer Vorteil des erfindungsgemaBen Sensors be- 
steht darin, daB das erf indungsgemaBe Verfahren uni- 
versell fQr verschiedene Designs anwendbar ist, insbe- 
15 sondere sind Anordnungen von einseitig abgestQtzten 
Zungen und an Randbereichen abgestutzte Platten auch 
in mehreren Lagen Obereinander mdglich Ein weiterer, 
groBer Vorteil besteht darin, daB mit den gleichen Ver- 
fahrensschritten ohne wesentlichen Zusatzaufwand auf 
20 demselben Trager zusatzlich zum mikromechanischen 
Sensor integrierte elektronische Schaltungen, insbeson- 
dere die Auswerteschaltung fur die Auslenkung, her- 
stellbar sind Ebenso ist eine elektrische Isolation des 
mikromechanischen Sensorteils von iibrigen, elektroni- 
25 schen Bauteilen auf demselben Trager zusammen mit 
den Obrigen Herstellungsschritten mdglich. 



Zeichnung 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der 
30 Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be- 
schreibung nSher erl&utert 
Es zeigen 

Fig. la bis Fig. Id einen Schnitt eines Sensors in ver- 
schiedenen Herstellungsphasen, 
35 Fig. 2a bis Fig. 2e einen Schnitt eines Sensors in Ver- 
bindung mit einem Transistor in verschiedenen Herstel- 
lungsphasen nach einem BipolarprozeB, 
Fig. 3a eine Draufsicht auf einen Sensor und 
Fig. 3b einen Schnitt durch diesen Sensor, 
40 Fig. 4 eine Draufsicht auf eine zweite Ausftthrungs- 
form eines Sensors und 

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine dritte AusfGhmngs- 
form eines Sensors. 
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Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 



In Fig. 1 ist ein Trager 1 aus Siliziumsubstrat darge- 
stellt, auf den eine Siliziumoxidschicht 2 aufgebracht ist, 
wobei um diese Siliziumoxidschicht 2 Kontaktfenster- 

50 offnungen 3, 4 zum Siliziumsubstrat 1 hergestelit sind 
Die Siliziumoxidschicht 2 kann entweder undodert 
sein oder auch eine Phosphor-, Bor- oder As-Dotierung 
enthalten. Eine Dotierung fuhrt vorteilhaft zu einem 
kurzeren Atzvorgang bei der spateren Entfernung die- 
ser Siliziumoxidschicht 2 oder kann auch zum Dotieren 
der mechanisch beweglichen Si-Struktur dienen. 

Auf die Oxidschicht kdnnen wahlweise noch andere 
Schichten, wie z.B. Siliziumnitrid oder Poiy-Silizium, 
aufgebracht werden 

_ GemaB Fig. lb wird in einem weiteren Verfahrens- 
schritt eine Epitaxieschicht 5 aus Silizium auf den Tra- 
ger 1 bzw. die Siliziumoxidschicht 2 und die Kontaktf en- 
steroffhungen 3, 4 abgeschieden. Die Epitaxie ist ein an 
sich bekannter, speadeller ProzeB zur Herstellung ein- 

« kristalliner Schichten aus Silizium. Im vorliegenden Pro- 
zeB wachst die Epitaxieschicht 5 nur an AbstUtzberei- 
chen 6, 7 Qber dero Siliziumsubstrat 1 einkristallin auf. 
Auf der Siliziumoxidschicht 2 dagegen in einem Bereich 
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8 entsprechend etwa der Breite des Pfeiles 9 wichst die werteschaltung fur die mechanische Auslenkung der 

EDitaxieschichtpolykristaUinauffangedeutetdurchdte Auslenktede im Sensor 16. 

Epi taw escnicm poiy~ * fa ^ 2a ab Ausgangstei , ein yrager 1 aus p-do- 

DerTrteeralsSiliziumwaferwirdbevorzugtineiner tiertemSUiziumsubstratdargestellt 

KjSwStun^ ausgSet Die OrientierJng in der 5 In Rg.2 ist ein fibliche, • ProzeBzustand in der B.pol- 

SS Sum lueSusch bedeutend fur einen MOS- artechnik dargesteUt nach emer f-D.ffus.on (Buned 

und BICMOS-ProzeB, die Ausrichtung (111) fur einen Layer Diffusion) und e.ner P-D. fus.on gntere Isola- 

BiDolar-Prozefi. Eine Ausrichtung (110) ist technisch tionsdiff uston).D.e .im hnken Bereich der Fig. 2b darge- 

tj.poiar r j? z "- " e stellten Schichten 2 und 10 entsprecben den Schichten 2 

W Urn die Qualitat der polykristallinen Epitaxieschicht ,o und 10 in Fig. 1. Die im rechten TeU dargesteUte Silizi- 

bereich 8)zu verbessero. kann auf die Siliziumoxid- umoxidschicht 18(imrechten Bereich soil der Transistor 

schicht 2 vor der Epitaxie eine Poly-Startschicht 10 auf- entstehen) wird far dfe weiteren Verfahrensschntte ent- 

/ebracht werden. wie dies in Fig. 1 a strichliert einge- fernt, wSihrend d.e SUu.umsch.cht 2 nut den dargestell- 

Smetist tenKontaktfenstemstehenbleibt.WieinFig.2cdarge- 

"snezielle AusfUhrungsformen des Sensors benatigen l5 steUt, wird dann fiber diese Struktur die n-Epitaxie- 

unter dem freigeatzten Sensorroaterial auf dem Sub- schicht S aufgebracht die fiber derstehengebliebenen 

strat Leitungen Oder Gegenelektroden, die durch pn- SUiziumox.dsch.cht 2 un Bereich 8 entsprechend der 

OberefinBeraumlichbegrenzt werden. Zurelektrischen AbmessungdesPfe.les9polyknstaUmaufwachst 

Sffi ;Sen vof der Deposition des Opferoxi- Entsprechend Fig.2d wird anschl^end e.ne elekm- 

des HF-rcsiitente dieiektrische Schichten auf dem Sub- 20 sche Isolation durch erne p-lsolauonsdtffus.on 19 durch- 

strat abgeschieden werden (z. B. Nitrid). Diese verhin- geffihrt, ebenso wie eine p-Bas.sd.ffus.on 20. Zudem 

dern hohe Leckstrome fiber die nach dem Opferoxidat- wird eine n+-KollektoranschluQd«u S ,on 21 und e.ne 

,^frpm eP endenDn-OberEan K e. n + -Emittcrdiffusion .n bekannter Weise entsprechend 

Au7der polykrtetallinen Epitaxiescmcht im Bereich 8 dem BipolarprozeB angebracht Writer wird erne obere 

werden die ^nikromechanischen AuslenkteUe freigelegt a Smziumoxidschicht 23 aufgebracht. 

WeTSe. tc gezeigt, werden dazu in einem Trench- In weiteren Verfahrensschntten nach Fig. 2e wuxl zur 

orozeB durch die potykristailine Epitaxieschicht 8 tiefe lateralen Strukturbegrenzung des zungenf6rm.gen Aus- 

schmale Atzgraben7sogenannte Trenches, eingebracht lenkteUs 12 ein Trench 11 emgebracht und zur FreUe- 

S Lt ebe entsprechende Maske, z. B. als Resist, er- gung der Unterflache die SUu.umox.dsch.cht 2 als Op- 

forderUch. Die HersteUung der Trenches erfolgt milder 30 ferschicht nut FluBsaure weggeatzt .Zudem werden 

Technik des anisotropen Plasma&tzens als Trockenitz- Kontaktoffnungen und erne Metall.s.erung fur An- 

- nrozeB mit hoher Anisotropic Durch die gezeigten ffinf schlfisse am Sensor 16 sowie die Tnmsistoranschlusse E, 

Trenches 11 werden die seitlichen Strukturbegrenzun- B, Cam Transistor 17 hergesteut 

sen von v er zungenfdrmigen AuslenkteUen 12, 13, 14, GemaB Fig. 2e wurde somit em m.Icromechaiuscher 

f^Lrpusseattt 35 Sensor 16 mit einem zungenffirmigen Auslenkted 12 

In einem weiteren Verfahrensschritt wird die Silizi- geschaffen, das bei Krafteinwirkung innerhalb des Luft- 

umoxWscWcht 2 als Opf erschicht entfernt. Diese Entfer- spalts 24 auslenkbar ist Ober die Anschlfisse 25 und 26 

53 5t hoher Selektivitat gegenflber dem Silizi- kdnnen ICapazitatsanderungen abgegnffen und ausge- 

U ^t a rCla ( e H rs» « und ,3b ,M ein Sensor 16 un emzelnen 

nischer Sensor 16 hersteUbar mit AuslenkteUen 12, 13, dargesteUt, entsprechend 1 einein HersteUprozeB gemaB 

^Tis aus polykristallinem SUiziurr, die an Abstfitzbe- der Fig. 2a bis 2e Imke Sejte. Rg. 3b zeigt dazu einen 

re ch an der Verbindung zum SUiziumsubstrat 1 in ein- entsprechenden Querschmtt entlang einer Schmttlmie 

kristallines Silizium Qbergehen. Bei einer Krafteinwir- 27ausderDraufsicht nachFig.3a. 

kung auf den Sensor werden diese AuslenkteUe 12, 13, 45 Aus Fig. 3a .st erachtuch, daB nut H.lfe des Trench- 

14 15gegeSSberderweiteren Sensorstruktur, insbeson- prozesses ein Trenchgraben 11 hergestellt wurde. der 

lire dem SUiziumsubstrat 1. ausgelenkt Dieae Auslen- eine plattenfarnuge Su^mr ah « Ausl^kt^ 12 be- 

kune kann zu MeBzwecken kapazitiv oder piezoresBtiv grenzt, wobei dieses fiber zwe. Stege 28, 29 m.t der 

Kung Kann "^^^ r fibrigen Struktur verbunden Bt Der Sensor 1st sonut 

aU &StUch kann das vorstehend geschUderte Verfah- 50 bevorzugt ffir BewegungenvertikalzurTragerebene als 

ren mehrfach Ubereinander angewendet werden, durch Beschleunigungssensor emsetzbar. 

rwSemdesAufbrmgenemtrSUuiumoxidsc^ In einer weiteren Ausffihrungsfonr .nach Fig. 4 B t em 

^SrScIUchten 10 und einer Epitaxieschicht 5, so daB P lattenf6rmiges etwa quadraftsches Auslenkelemen 30 

Sc^Sprelhenden Atzprozessen mehrere Lagen von an den Ecken fiber vier Stege 31, 32, 33, 34 gehaltea 

Au^leiSleriri3^ 14, IS fibereinander erreichbar ss Ene solche Ausffihrungsform eignet sich insbesondere 

2nd Solche Ausftthrungen eignen sich insbesondere ffir als kapazitiver Beschleuntgungssensor. 

kawzmve Be^chSgingssensoren. Aus einer Draufsicht auf erne drme Ausfuh^pfom 

Die AbsSerate ffir die Epitaxieschicht ist relativ gemafl Fig. 5 ist zu ersehen, daB nut der vorbescbriebe- 

hoch, so daB%ulxieschichtdicken und damit Dicken nen Technik auch Ausffihrungen nut euier .MehrzaW 

der Auslenkteile 12, 13. 14, 15 von 10 bis 30 urn Dicke «, von ggf. fiber Le.terbahnen 35 verbundenen Elektroden 

rvSd 36 in einem Sensor reaUsierbar smd. Gegenflber d.esen 
rC Nach der schematischen DarsteUung anhand der feststehenden Elektroden 36 bewegt sich eine gemafl 

Fig labisFig 5dwirdanhandderRg.2abisFIg.2edie dem beschriebenen Verfahren hergestellte fre.e SJzi- 

HfmJllung und Ausbildung eines konkre.en mikrome- ummasse 37. Sie ist ihrerse.ts tmt Elektroden versehen, 
chScSs«Bors 16 erlautert in Verbindung mit der es die zwischen die feststehenden Elektroden 36 ragen. D,e 

InStorkeit in einem BipolarprozeB ffir einen dane- Auslenkung der Masse 37 uifo ge von Beschleun.gung in 

Segend^^ 17 Dieser Transistor steht bei- lateraler Richtung kann sonut kapazmv sensiert wer- 

spielhaft ffir IC-Schaltungen, insbesondere einer Aus- den. 
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PatentansprQche 

1. Mikromechanischer Sensor (16), insbesondere 
zur Schwingungs-, Neigungs-, Beschleunigungs- 
oder Druckmessung, bestehend aus einem Trager 5 
aus Siliziumsubstrat (1) mit einer auf das Silizium- 
substrat (1) aufgebrachten Epitaxieschicht (5) aus 
Silizium, wobei durch einen AtzprozeB ein TeU der 
Epitaxieschicht (5) als wenigstens ein mikromecha- 
nisches Auslenkteil (12 bis 15; 30; 36) freigelegt ist, 10 
das wenigstens einseitig an einem Abstutzbereich 
mit dem Siliziumsubstrat (1) verbunden ist und das 
bei einer Krafteinwirkung auf den Sensor (16) ge- 
genuber der Ubrigen Sensorstruktur auslenkbar ist 
und mit Mitteln zur Auswertung der Auslenkung, 15 
dadurch gekennzeichnet, dafl das freigelegt e Aus- 
lenkteil (12 bis 15;30;37) aus polykristallinem Silizi- 
um besteht, das im Abstutzbereich an der Verbin- 
dung zum Siliziumsubstrat (1) in einkristallines Sili- 
zium ubergeht 20 
Z Mikromechanischer Sensor nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet daO die Auswertung der 
Auslenkung kap.izitiv oder piezoresisdv erfoigt 

3. Mikromechanischer Sensor nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafl das Auslenk- 25 
teil aus einem oder mehreren, einseitig abgestfltz- 
ten Zungen(12 bis 15; 36) besteht 

4. Mikromechanischer Sensor nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafl das Auslenk- 
teil, insbesondere zur Realisierung eines kapaziti- 30 
ven Beschleunigungssensors rait lateraler Empfind- 
lichkeit bzw. Detektionsrichtung aus einer an 
Randbereichen, insbesondere an Ecken, abgestOtz- 
ten Platte (30) besteht 

5. Mikromechanischer Sensor nach einem der An- 35 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafl men- 
rere Lagen von Auslenkteilen aus tibereinanderge- 
lagerten Epitaxteschichten freigelegt sind. 

6. Mikromechanischer Sensor nach einem der An- 
spriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet dafl der 40 
Trager (1) als Sitiziumwafer in der kristallographi- 
schen Richtung (1 1 1) oder (100) orientiert ist 

7. Mikromechanischer Sensor nach einem der An- 
sprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet dafl auf 
demselben Trager (1) zusatzlich zum mikromecha- 45 
nischen Sensor (16) integrierte elektronische Schal- 
tungen (17), insbesondere die Mittel zur Auswer- 
tung der Auslenkung angeordnet sind. 

8. Mikromechanischer Sensor nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, dafl die elektrische Isolation 50 
des mikromechanischen Sensorteils (16) von ubri- 
gen Bauteilen (17) auf demselben Trager (1) durch 
Isolationsdiff usionen (19) oder durch Trenches her- 
gesteilt ist 

9. Verfahren zur Herstellung des mikromechani- 55 
schen Sensors nach einem der AnsprQche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet dafl auf das Siliziumsub- 
strat (1), dort wo das oder die mikromechanischen 
Auslenkteile (12 bis 15; 30; 36) freigelegt werden 
sollen, eine Siliziumoxidschicht (2) aufgebracht 60 
wird, wobei urn diese Siliziumoxidschicht (2) Kon- 
taktfensterdffhungen (3,4) zum Siliziumsubstrat (1) 
hergesteilt sind, dafl auf der Siliziumoxidschicht (2) 
und den Kontaktfenster6ff nungen (3, 4) eine Epita- 
xieschicht (5) aus Silizium abgeschieden wird, die 65 
auf der Siliziumoxidschicht (2) polykristallin (Be- 
reich 8) und im Bereich der KontaktfensterSffnun- 
gen (3, 4) als direkte Verbindung zum Siliziumsub- 



strat (1) einkristallin (Bereich 6, 7) aufwachst dafl 
die Siliziumoxidschicht (2) als Opferschicht unter 
dem polykristallinen Epitaxierschichtbereich (8) 
durch einen AtzprozeB entfernt wird 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet dafl in einem Trenchprozefl vor dem Ent- 
fernen der Siliziumoxidschicht (2) die lateralen 
Strukturbegrenzungen des oder der Auslenkteile 
(12 bis 15; 30; 36, 37) in der Form von engen Atzgrl- 
ben als Trenches (11) mit derTechnik des anisotro- 
pen Plasmaatzens durch die polykristalline Epita- 
xieschicht (8) hindurch herausgeatzt werden. 

1 1. Verfahren nach einem der AnsprQche 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet dafl auf die Siliziumoxid- 
schicht (2) vor der Epitaxie eine Poly-Startschicht 
(10) aufgebracht wird. 

12. Verfahren nach einem der AnsprQche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dafl zur elektrischen Pas- 
sivierung vor der Disposition des Opferoxides HF- 
resistente dielektrische Schichten auf dem Substrat, 
insbesondere Nitrid, abgeschieden werden. 

13. Verfahren nach einem der AnsprQche 9 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Siliziumoxid- 
schicht (2) dotiert wird. 

14. Verfahren nach einem der AnsprQche 9 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet dafl die Entfernung der 
Siliziumoxidschicht (2) mit Fluflsaure durchgef Qhrt 
wird. 

15. Verfahren nach einem der Ansprtlche 9 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, dafl unter Benutzung der 
Verfahrensschritte zur Herstellung des mikrome- 
chanischen Sensors (16) auf demselben Trager (1) 
integrierte elektronische Schaltungen (17), insbe- 
sondere zur Auswertung der Auslenkung des Aus- 
wertteils, hergesteilt werden. 
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